OEM: Texas Instruments Transistor TIS45 Datasheet

Silicon NPN Transistor

TIS45

40V / 200mA / 250mW

DATASHEET

OEM - Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor TIS45 Datasheet

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehéause TO-92 TIS45

Fir schnelle Schaltanwendungen
Ahnlich dem Transistor 2N708

Mechanlsche Daten

Malle in mm “Silect in line®
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1 — Basls, 2 — Emitter, 3 — Kollaktor

Dieser Transistor ist in ein spezielles Plastik-Gehduse elngekapselt. Das Gehduse widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnel stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methede 106B.

Absolute Grenzwerts

Kollektor-Basis-Spannung 404
Kollektor-Emitter-Spannung {Bem. 1) 165V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 2) 20V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Kollektordauerstrom 200 mA
Gesamidauerveriustleistung bei (oder unter) 256 *C

Umgebungstemperatur 250 mw
Lagerungstemperatur —55°C bis +180°C
Drahttemperatur in Abstand ven 1,6 mm von Gehduse fir 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bai offener Basis.
2. Dieser Wert wird garantiert, wenn Rpe = 10  ist.
3. Linears Reduzierung auf Ty = 125 °C mit 2,5 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bel 25 “C Umgebungstemperatur

Parameter Priifbedingungen min max Einh,
Umryceo Kollektor-Basis-Durchbruchspannung le= 1A, |g=0 40 v
Uierycen Kollektar-Emitter-Durchbruchspannung lg = 30 maA, In = 0, Bem. 4 16 W
Umrycer Kollektor-Emilter-Durchbruchspannung lg = 30 mA, Reg =108, Bem. 4 o0 ')
UisriEgo Emitter-Basis-Durchbruchspannung g = 10pA, lo=0 5 W
lero Kollektor-Reststrom Uep=20V, Ig=10 50 LY

Upg =20V, Ig = 0, To =T70°C 2 iy
logv Kollektor-Reststrom Ucm =20V, Upg = 025V, Ty = 70°C 5 ey
leno Emitter-Reststrom Ugp =4V, lg=0 100 nA
hre Gleichstromverstirkung Ueg =1V, lg=05mA 15

Upg =1V, lg=10mA 30 120
Ung Basis-Emitter-Spannung lB=1mA, Ilg=10mA o7 08 W
Uggay Follektor-Emitter-Séttigungsspannung lm= 1 maA, |g= 10 mA 04 ¥
|hziel Klgingignalstromverstarkung Ugg = 10V, Ig = 10 mA, §= 100 MHz 3
Con Leerlaufausgangskapazitit Ugp =10V, Ig=10, f=1MHZ & pF

in Basis-Schaltung .
/o114 Fealteil des Eingangswiderstandas Ugg =10V, lg =10 mA, = 300 MHz B Q
In Emitterschaltung

Bemerkung:
4. Dieser Parameter muBl ImpulsméBig gemessen werden, tp = 300 ps, Tastverhiltnis = 2%,
Schaltzeiten bei 25 °C Umgebungstemperatur
Parameter Prifhedingungen® max Einh.
ta Speicherzeit lg = Ipy1y = —lpgzy = 10 mA, Bild 25 ng

* Spannungs- und Stromwerte sind Mennwerte; die exakten Werte schwanken ein wenig mit den
Transistorparametern.

Parameter-MeBbedingungen .
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Prifschaltung Spannungs-Signaltermen

Speicharzelten

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgenden Kennwerten gelieferts Zgus = 50 2,
tr = 1 ns, Impulsbreite tp = 400 ns.
b) Die Ausgangsspannung wird an elnem Oszillograph mit folgenden Kennwertan sichtbar gemacht:
tr = 108, Zetn = 100 kQ, Cein = 10 pF.
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